Pusiaupolinio (10-13) GaN uzauginto on Si padékly su Er2Ostarpsluoksniu azimutinés
orientacijos tyrimas

In-plane orientation of semipolar (10-13) GaN grown on Si substrate with Er20s interlayer
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Stipris poliarizaciniai laukai atsirandantys auginant ¢
kryptimi mazina III-grupés nitridiniy Sviestuky
efektyvuma. Siy lauky galima i$vengti auginant nitridus
nepolinémis ar pusiau polinémis kryptimis. Tokios
krypties GaN galima auginti ant tariniy GaN padékly, bet
jie iki Siol yra labai brangiis, todél ieSkoma kity galimy
padékly. Mes tyréme galimybe auginti nepolinj ir pusiau
polinj GaN ant Si(110) padékly naudojant ErO3
tarpsluoksnius. Sie tarpsluoksniai padeda ispresti
problemas atsirandanc¢ias dél Si ir GaN gardeliy
konstanty ir temperatirinio plétimosi koeficiento
skirtumy. Taip pat stabdo nepageidaujamas chemines
reakcijas tarp Si ir GaN.

Siame tyrime metalo-organinio cheminio gary
nusodinimo metodu (MOCVD) auginome GaN ant
Si(110) padékly naudojant Er,Oz tarpsluoksnius.
Padéklus ir uzaugintus sluoksnius tyréme skenuojanciu
elektrony mikroskopu ir Rentgeno difrakcijos metodais
(XRD).

I$Smatavus Er,03 XRD polines figaras nustatyta, kad
(110) Er,Os gali augti ant (100) Si  dvejomis
azimutinémis orientacijomis: A ir B (1 pav). Vienos
orientacijos Er.Os auga pailgy domeny struktiros (2
pav). Esant kitai orientacijai atsiranda statmenos krypties
domeny.

Ant Si padékly Er,Os tarpsluoksniu MOCVD metodu
buvo uzauginti GaN sluoksniai. Nustatyta, kad auga
polikristalinio tipo dangos pasizymincios jvairia
orientacija, nes stebima Rentgeno difrakcija nuo jvairios
orientacijos kristality. Rastos sglygos kai MOCVD biidu
auga dominuojanti pusiau poliné (10-13) GaN orientacija
(padéklo nitridizacija ir mazas V/III dujy santykis).
Atlikus i§samius XRD poliniy figiry matavimus
nustatyta, kad GaN linkegs augti taip kad GaN [0001]
kryptis yra lygiagreti ErOs [111] krypciai. Todél
galimos dvi (10-13)GaN augimo azimutinés orientacijos,
kurios ir stebimos XRD poliniy figtiry matavimuose (3
pav.). Taip pat toks GaN augimas ant Er,O3 lemia, kad
galimos keturios nepolinio GaN orientacijos, kurios
stebimos bandiniuose su nepolinés orientacijos GaN.
Toks kristaliniy dvyniy formavimasis lemia didelj
uzauginty sluoksniy pavir§iaus SiurkStuma.

I$Smatavus polines figiras pusiau polinio GaN
uzauginto Er,Oz su skirtingomis dominuojanc¢iomis
azimutinémis orientacijos nustatyta, kad (10-13) GaN
auga tik ant A orientacijos Er,Os. Jeigu auginama ant
Er,0O3 sluoksnio su A ir B orientacija, pusiau polinis
GaN auga tik ant A orientacijos. Naudojant B
orientacijos Er,Os padéklus galima uzauginti GaN su

dominuojanéia nepoline (11-20) orientacija, nes pusiau
poliné orientacija tokiu atveju neauga.

A orientation

1 pav. A ir B azimutinés orientacijos (110) Er,O3
uzauginto (100) Si padéklo su nuopjova schematiné
iliustracija.

U 5.0k.8 8mm 100K sewy',-, i i ol
2 pav. A ir B azimutinés orientacijos (110) Er,O3
uzauginto (100) Si padéklo su nuopjova schematiné

iliustracija.
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A:B=10:1
3 pav. Pusiau polinio GaN (10-13) uzauginto Si (100)
padéklo su Er,Os (110) tarpsluoksniu ismatuotos
Rentgeno difrakcijos metodu. Naudotas A azimutinés
orientacijos Er,Os tarpsluoksnis.
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